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Selective observation of the side surface state of a weak topological 
insulator β-Bi4I4 by nano-ARPES 
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近年、トポロジカルに非自明な電子構造をもつ物質ではそのトポロジーに応じてトポ

ロジカル表面電子状態（TSS）が出現することが予測され [1]、角度分解光電子分光

（ARPES）による電子状態の直接観測によってその性質が検証されてきた。その代表例

がすべての表面に TSS が存在する強いトポロジカル絶縁体（STI）である [2]。一方で、

STI と同時に予測された弱いトポロジカル絶縁

体（WTI）では、特定の表面のみに TSS が出現

するが、これまでの WTI 候補物質では表面状態

の出現が劈開しない表面に限られていたため、

従来の ARPES による TSS の観測は行われて

いなかった。 
そこで、我々は近年開発された、1 ㎛ 以下の

空間分解能を有する放射光 nano-ARPES 装置を

用いた顕微測定を行った。 擬一次元の結晶構造

をもつ WTI 候補物質 β-Bi4I4 [3,4]は、その構造

を反映して上面 (001) と側面 (100) の二つの面

で劈開する。この性質を利用して、nano-ARPES 
による表面選択測定を行うことで、側面である 
(100) 面のみに WTI 相の証拠となる擬一次元 
TSS が出現することを明らかにした [5]。 
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図 1 (a) 側面である(100)面と(b) 上面
である(001)面の nano-ARPES 測定の概
略。 (c) (100)面と(d) (001)面の Γ点を通
る ARPES イメージ。  


